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【はじめに】我々は，大面積成膜が可能で材料利用効率が高いという利点を持つ静電スプレー堆

積(Electrostatic Spray Deposition: ESD)法により TIPS pentacene/PMMAブレンド膜を堆積し，

高結晶性の連続膜を形成することに成功している．また，TIPS pentacene/PMMAの相分離によ

るトランジスタ動作を確認している[1]．しかし，相分離が不十分なため良好なトランジスタ特性

を得られなかった．前回の報告では，ブレンド膜の堆積後に溶媒蒸気アニール処理を施し，十分

な相分離を行うことで TIPS pentacene/PMMA界面が平坦となり，トランジスタ特性が向上する

ことを示した[2]．しかし，作製工程が増えることは望ましくない．そこで本研究では，ESDプロ

セスに用いる溶媒を変更することで，簡便な 1stepで平坦な TIPS pentacene/PMMA界面の形成

を目指した． 

【実験】有機洗浄，UV/O3処理を行った SiO2/Si基板上に ESD法により TIPS pentacene/PMMA

ブレンド膜を堆積した．ブレンド溶液は TIPS pentacene(0.02 wt%)と PMMA(0.1 wt%)を酢酸ブ

チルとアセトンの混合溶媒(1:12 v/v)に溶解して作製した．また，比較のため前回の報告と同様に，

o-DCBとアセトンの混合溶媒(15:85 v/v)に溶解したブレンド溶液を用いてブレンド膜を作製した．

最後に，これらのブレンド膜上に真空蒸着法によってソース・ドレイン電極(Au)を形成し、トッ

プコンタクト型 OFETを作製した．  

【結果】TIPS pentacene/PMMAブレンド膜をシクロヘキサンでエッチングして，相分離界面を

AFMにより観察した結果を Fig. 1に示す．TIPS pentaceneと PMMAの良溶媒である o-DCBを

用いて作製したブレンド膜の相分離界面は，ラフネスが大きく相分離が不十分であることがわか

る．一方，TIPS pentaceneに対して溶解度の低い酢酸ブチルを用いてブレンド膜を作製すること

で，平坦な相分離界面を得ることができた．次に，これらのブレンド膜を用いて作製した OFET

の伝達特性を Fig. 2に示す．酢酸ブチルを用いて作製した OFETは，o-DCBを用いて作製した

OFETよりもオンオフ比が一桁大きいことがわかる．また，酢酸ブチルを用いて作製した OFET

の移動度は最大で 0.88 cm2/Vsと高い値を示した． 
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Fig. 1 相分離界面の AFM像 Fig. 2 OFETの伝達特性 
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